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１．概要（Summary） 

光インターコネクトや光イメージングに向けて， 2 次元

アレイ化が可能な垂直入射型の光変調器が求められてい

る．著者らは，シリコン（Si）のサブ波長格子を用いることで

高 Q 値の光共振を誘起し，効率的な変調を得ることを提

案している．本実験では，石英基板上に 570 nm の厚さ

の Si 層を持つ SOQ（Silicon-on-Quartz）基板を用いて，

Si 格子を作製した．高 Q 値の光共振を得るためには，エ

ッチングが垂直であること，構造パラメータが設計通りであ

ること、底面や側面が平坦であることが求められる。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
・LL 式高密度汎用スパッタリング装置 

・高速大面積電子線描画装置 
・塩素系 ICP エッチング装置 
・形状・膜厚・電気評価装置群 
 
【実験方法】 

SOQ基板に200 nm程度のCr膜をスパッタリングする．

ポジ型の電子線レジスト ZEP520A をスピンコートした後，

ADVANTEST 高 速 大 面 積 電 子 線 描 画 装 置

F7000S-VD01 を用いてサブ波長格子パターンの描画を

行い，現像液 ZED-N50 を用いて現像する．ULVAC 塩

素系 ICP エッチング装置 CE-S で Cl2，Ar，O2を用いて

Cr をエッチングし，ZEP520A のパターンを Cr に転写す

る．同じ装置を用いて CF4，O2 により Si をエッチングし，

最後に Cr エッチング液で Cr を除去する． 
 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
チャンバー内圧力および自己バイアスを変化させ、エッ

チングの垂直性を高めるための条件出しを行った。作製し

た Si 格子の SEM（scanning electron microscope） 画
像の例を Fig. 1(a),(b)に示す。(b)は(a)に比べ、低圧力、

高自己バイアスの条件を用いてエッチングを行っているが、

より垂直性の高い格子構造を作製することができた。一方、

SiをエッチングするCF4ガスが石英もエッチングしてしまう

ことによる、格子の高さの制御の困難さを解消することが

今後の改善点として挙げられる． 

 
Fig. 1 SEM image of Si subwavelength grating. 
(a)chamber pressure : 1.0Pa, bias : 140W, (b) 
chamber pressure : 0.8Pa, bias : 300W 
 
４．その他・特記事項（Others） 
本実験で用いた SOQ 基板は，信越化学工業（株）より

提供頂いた． 
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